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摘要(译)

为TN型液晶显示器件和IPS型液晶器件构造了四掩模工艺和三掩模工艺
方案，其中通过简化扫描的形成不需要形成钝化绝缘层线和伪像素元
件，包括由透明导电层和金属层制成的叠层，同时通过去除伪像素电极
上的金属层形成透明导电像素电极通过引入半色调曝光技术，使用一个
光掩模，通过简化接触形成工艺的处理和保护绝缘层的形成工艺来形成
栅极绝缘层中的开口，并形成用于蚀刻停止型绝缘栅型晶体管的源极 - 
漏极线使用光敏有机绝缘层并留下光敏有机绝缘层在源极 - 漏极线或源
极线（信号线）上未改变，或者通过在源极 - 漏极线上形成作为绝缘层
的阳极氧化层。
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